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و نرخ  بیت 12 دار جدید با دقتبردار و نگهسازي یک مدار نمونهطراحی و شبیه

  برداري دوگانه فاده از تکنیک نمونهبا است GS/sیک  بردارينمونه
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برداري استفاده از تکنیک نمونهبا  GS/s 1 یک برداريو نرخ نمونه بیت 12 با دقت 1داربردار و نگهدر این مقاله، یک مدار جدید نمونه خلاصه:

داري عمل نماید که خود منجر به برداري دوگانه این امکان را فراهم آورده است که مدار همیشه در فاز نگهدوگانه پیشنهاد شده است. تکنیک نمونه

استفاده  2هاي ورودي، از کلید انتقالمنظور کاهش خطاهاي ناشی از غیرخطی بودن کلیدشود. بههاي داده میافزایش سرعت کل سیستم در مبدل

 180nmهاي و با فناوري HSPICEافزار پیشنهادي در نرم S&Hدارند. مدار  MOSتري نسبت به کلید چرا که مقاومت خطی ،شده است

CMOS  45وnm CMOS 1.8سازي مدار در هر دو فناوري با ولتاژ تغذیه سازي شده است. شبیهشبیهV ترتیب توان انجام شده است و به

دقت در هر دو فناوري اشاره نمود که در  بیت 12 توان به مقدارسازي میحاصل شده است. از دیگر نتایج شبیه µW 300و  mW 8مصرفی برابر 

به دست آمده است، درحالی که  MHz 45/43براي فرکانس ورودي  nm 45و در فناوري  MHz 29/50براي فرکانس ورودي  nm 180فناوري 

  باشد.می GHz 1 یک برداري در هر دو فناوري برابر باس نمونهفرکان
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In this paper, a new sample and hold circuit (S & H) with 12 bits resolution and sampling rate of 1 GS/s is 
proposed using dual sampling technique. The dual sampling technique allows the circuit to always operate in 
higher speed and sampling rates. Furthermore, transmission gates (TGs) are used to reduce the errors caused 
by nonlinear input switches, because TGs have a more linear resistance in comparison with complementary- 
metal-oxide-semiconductor (CMOS) conventional switches. The proposed S & H circuit is simulated in 
HSPICE using 180 nm CMOS and 45 nm CMOS technologies. Simulation results in both technologies is 
done with 1.8 V power supply and have power consumption of 8mW and 300 μW, respectively. Moreover, 
simulation results show a 12 bits resolution in both technologies, for 50.29 MHz and 43.45 MHz input 
frequency, in 180 nm and 45 nm respectively, while the sampling frequency in both technologies is equal to 
1 GHz.  
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 مقدمه -1

هاي دار کاربرد وسیعی در مبدلبردار و نگهاز آنجایی که مدارهاي نمونه

برداري، اي نمونهآنالوگ به دیجیتال دارند، افزایش سرعت، کاهش خط

تواند می S&Hپذیري مدار و کاهش توان مصرفی مدار افزایش خطی

  گردد.  ADCمنجر به بهبود عملکرد کل مدار 

 و حلقه 3بسته تواند به دو صورت حلقهمی S&Hسازي مدارهاي پیاده

دار با ساختار بردار و نگهصورت پذیرد. با این حال مدارهاي نمونه 4باز

خود  کننده عملیاتی با بهره بالا دارند کهنیاز به یک تقویت بسته،حلقه 

گردد سبب افزایش توان مصرفی و همچنین افزایش سطح تراشه می

. از مزایاي ساختار حلقه بسته، دقت بالاي مدار است در حالی ]1-4[

دلیل عدم نیاز  کند. مدارهاي حلقه باز بهکه سرعت مدار را محدود می

امپ، توان مصرفی و سطح تراشه کمتري مچون آپبه طبقات مداري ه

. در این مدارها، سرعت با دقت ]10- 4[دارند و سرعت بالاتري دارند 

مدار در چالش بوده و رسیدن به سرعت و دقت مناسب در مدارهاي 

کارگیري دار حلقه باز نیاز به ایجاد مصالحه و بهبردار و نگهنمونه

  گردد.ش خطاهاي مربوط به کلید میهایی دارد که منجر به کاهتکنیک

دار در اثر و نگه بردارنمونه مدارهاي در که از مهمترین خطاهایی

 -2 ،خطاي ناشی از تزریق بار -1شود عبارتند از: زنی ایجاد میکلید

 بردارينمونه خطاي ناشی از لحظه - 3 ،خطاي اثر مستقیم کلاك

  به سیگنال ورودي. وابسته

هایی همچون حذف تزریق بار توسط از روش فوق يخطاها رفع منظور به

هاي شده همچون کلیدهاي خطیاستفاده از کلید ،]11[ 5کلید قلابی

دار بردار و نگهو ساختارهاي تفاضلی مدارهاي نمونه ]1[استراپ بوت

، S&Hهاي افزایش دقت در مدار . از دیگر روش]15-12[باشد می

تر نسبت به دیگر داشتن مقاومت خطیدلیل  به استفاده از کلید انتقال

  ست. ا شده استفاده پیشنهادي مدار در که است MOSهاي کلید

دلیل سطح  دار بهبردار و نگهدر ساختارهاي تفاضلی مدارهاي نمونه

بردار همزمان خاموش هاي نمونههاي ورودي، کلیدمتفاوت سیگنال

از  ]15- 11[شده در  دار پیشنهادبردار و نگهشوند. مدارهاي نمونهنمی

هاي کنند که قطع همزمان کلیدنحوي استفاده مییک ترانزیستور به

  نمایند.ورودي را تضمین می

طور کامل حذف  دار بهبردار و نگهاثر تزریق بار در مدارهاي نمونه

بردار هاي نمونهاز خازن ]15-11[نخواهند شد. از این رو در مراجع 

شده در کانال  سبب تقسیم بار ذخیرهکنند که کمکی استفاده می

شود. این تقسیم بار به صورتی است که مقدار ترانزیستورهاي کلید می

هاي زیادي از این بار در خازن کمکی و مقدار کمی از آن در خازن

  بردار تزریق شود. نمونه

خطا، کاهش اعوجاج غیرخطی و افزایش  کاهش هايبهرحال، همه روش

 تراشه خواهند شد. سطح افزایش و مدار مصرفی اندقت، سبب افزایش تو

 صورت زیر ارائه شده است: در بخش دوم، مدار پیشنهاداین مقاله به

بردار و سازي مدار نمونهشده آورده شده است. بخش سوم، نتایج شبیه

دهد. مقایسه بین عملکرد مدار پیشنهاد دار پیشنهادي را نشان مینگه

در بخش چهارم آورده شده است و در بخش  شده با سایر کارهاي قبلی

  گیري پرداخته شده است.آخر به نتیجه
   

  دار پیشنهاديبردار و نگهمدار نمونه -2

دار پیشنهادي از دو مدار متقارن تشکیل شده بردار و نگهمدار نمونه

  ) نمایش داده شده است.1است. نیم مدار پایینی در شکل (

پیشنهادي داراي  S&Hمدار نیم ) مشخص است،1چنانچه از شکل (

هاي گردد. کلیدکه خود سبب بهبود دقت مدار می است تفاضلی ساختار

اند شده سازيپیاده TG صورت به )15m الی 12m ورودي (ترانزیستورهاي

باشند. می MOSتري نسبت به کلید که داراي مقاومت خطی

اي جذب بار هاي قلابی هستند که برکلید 11mو  10mترانزیستورهاي 

براي قطع  0mاند. ترانزیستور استفاده شده TGهاي باقیمانده در کلید

-11[ورودي استفاده شده است. این تکنیک در  TGهمزمان کلیدهاي 

هاي کلید 2mو  1mآورده شده است. همچنین ترانزیستورهاي  ]15

 شدنقطع را پس از 0mقلابی هستند که بار باقیمانده در کانال کلید 

کار قلابی به کلید نقش در که ترانزیستورهایی ابعاد. کنندمی بجذ

هاي اصلی در نظر گرفته روند، تقریباً برابر با نصف ابعاد کلیدمی

 Bottom Plateبراي اجراي تکنیک  4mو 3mشود. ترانزیستورهاي می

هاي قلابی هم نقش کلید 6mو  5mاند. ترانزیستورهاي استفاده شده

هاي از خازن ]15-11[در مراجع . دارند برعهده را زیستورهابراي این تران

صورت زمین شده، استفاده شده است تا مقدار بار  نگهداري کمکی به

شده به خروجی را کاهش دهد. در مدار پیشنهادي خازن کمکی  تزریق

در  7mصورت شناور بین دو خروجی قرار گرفته است. ترانزیستور  به

ورودي، وصل خواهد شد تا  TGهاي کلید نقش یک کلید بعد از قطع

را به سمت  TGمقدار بار باقیمانده تزریقی از کانال ترانزیستورهاي 

هاي کمکی هدایت نماید. مقدار این خازن در عمل بایستی نسبت خازن

  داري بزرگتر باشد.معادل دیده شده در فاز نگه به خازن

دار پیشنهادي در شش هبردار و نگصورت خلاصه، عملکرد مدار نمونه به

  صورت زیر است: فاز متوالی به

اند و سیگنال ها بستهکنندگی: در این حالت، کلیه کلیدحالت دنبال -1

  کند. خروجی، ورودي را دنبال می

شوند تا باز می 4mو 3mبرداري: ترانزیستورهاي نمونهحالت پیش -2

ضلی از سیگنال برداري اصلی به صورت تفاامکان نمونه 0mبراي کلید 

  ورودي فراهم آید.

شود و مقدار تفاضل ورودي بر باز می 0mبرداري: کلید حالت نمونه -3

  شود.سازي، ذخیره میهاي ذخیرهروي خازن

ها از دو طرف باز TGهاي ورودي: در این حالت حالت بازشدن کلید -4

ریق باشد و مسیر امپدانسی براي تزمیبسته  7mکه شوند. در حالیمی

  شود.ها فراهم میTGوسیله  بار به

پس از کاهش  7mداري: در این حالت ترانزیستور حالت پیش نگه -5

  شود.ورودي، باز می TGهاي اثر بارهاي تزریقی ناشی از کلید

شوند و مدار به میمجدداً بسته  4mو  3mهاي داري: کلیدحالت نگه -6

هاي شده روي خازندار ذخیرهشود تا مقداري وارد میحالت اصلی نگه

  داري را به خروجی برساند.نگه
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  پیشنهادي بردار و نگهدار نیم مدار نمونه): 1(شکل 

Fig. (1): Proposed S&H half-circuit 
  

  
  برداري دوگانهتکنیک نمونه دار پیشنهادي با استفاده ازبردار و نگهمدار کامل نمونه): 2(شکل 

Fig. (2): The proposed sample and hold complete circuit using double sampling technique 
  

  دهد.دار را نشان میبردار و نگه) مدار کامل نمونه2شکل (
  

  مدار توزیع کلاك براي مدار پیشنهادي -1 -2

) 3ر پیشنهادي در شکل (دابردار و نگهمدار توزیع کلاك براي نمونه

 OR. این مدار از شش اینورتر و یک گیت ]11[نمایش داده شده است 

هاي مورد نیاز مدار پیشنهادي را تشکیل شده تا تمامی کلاك پالس

سازي مدار توزیع کلاك را نشان ) نتایج شبیه4مین نماید. شکل (أت

  دهد. می

  

 
بردار و نگهدار استفاده شده در مدار نمونه ع کلاكمدار توزی): 3(شکل 

  ]11[پیشنهادي 

Fig. (3): Clock distribution circuit used in the proposed sample 
and hold circuit [11] 
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  سازي مدار توزیع کلاك: نتایج شبیه)4(شکل 

Fig. (4): Clock distribution circuit simulation results 

  

  دار پیشنهاديبردار و نگهسازي مدار نمونهنتایج شبیه -3

و با  HSPICEافزار برداري دوگانه توسط نرممدار با استفاده از نمونه

سازي شده است. شبیه PTM 45 nmو  TSMC 180 nmهاي فناوري

دي دار پیشنهابردار و نگهدهد که مدار نمونهسازي نشان مینتایج شبیه

 µWو  mW 8ترتیب هاي فوق، بهبراي فناوري V 8/1در ولتاژ تغذیه 

) سیگنال سینوسی با دامنه قله تا 5کند. شکل (توان مصرف می 300

اعمالی به ورودي و خروجی  MHz 29/50و فرکانس  Vp-p= 2 Vقله 

دهد، در حالی که سرعت طور همزمان نشان می سر را بهتک

  باشد. می MHz 500برداري برابر با نمونه

دهد. برداري دوگانه نشان می) خروجی مدار را درحالت نمونه6شکل (

 1GS/sبرداري از سیگنال ورودي همانطورکه مشخص است، نرخ نمونه

داري است. لذا این امکان باشد و خروجی مدار همواره در حالت نگهمی

وجی مدار ها که خرکنندهگردد تا مدارهایی همچون مقایسهفراهم می

کنند، با سرعت دو برابر، سیگنال دار را آنالیز میبردار و نگهنمونه

  دریافتی را پردازش کنند. 

  
دار پیشنهادي براي ورودي با بردار و نگهنتایج خروجی نمونه): 5(شکل 

  V 2تا قله و دامنه قله MHz 29/50فرکانس 

Fig. (5): Output results of the proposed sample and hold for 
input frequency of 50.29 MHz and amplitude of 2 VP-P 

  

دار، سیگنال بردار و نگهنمونه حالی که در سایر مدارهاي رایج در

برداري معتبر است و سرعت خروجی در کمتر از نیمی از فرکانس نمونه

  نماید.نتیجه سرعت کل مبدل را محدود می طبقات بعدي و در

بردار و را براي سیگنال خروجی مدار نمونه FFTلیل ) تح7شکل (

دهد. این تحلیل براي یک سیگنال دار پیشنهادي نشان مینگه

انجام  MHz 29/50و فرکانس  2Vسینوسی ورودي با دامنه قله تا قله 

براي مدار پیشنهادي  THDشده است. مقدار اعوجاج هارمونیک کل 

  دست آمده است. به -dB 6/74برابر با 

دار بردار و نگههمچنین به صورت کامل، خصوصیات مدار نمونه

آمده  دسته ) آمده است. براساس نتایج ب1پیشنهادي در جدول (

مشخص است که مقدار هارمونیک سوم فرکانس ورودي در فرکانس 

MHz 88/150  به اندازهdB 6/74  از دامنه سیگنال ورودي کوچکتر

و  dB 62/74-=3HD ) مقدار7( عبارت دیگر، بر اساس شکل است. به

است. همچنین مقادیر مهم دیگري از جمله  dB 85-=5HD مقدار

THD ،SNDR ،ENOB ،SNR  وSFDR  از تحلیلFFT دست  به

) نشان داده شده است. مشخص شده است 1آمده است که در جدول (

  باشد.می بیت 12 پذیريکه سیگنال خروجی داراي قدرت تفکیک

 

 
  دار براي حالت دیفرانسیلی خروجیبردار و نگهگنال خروجی مدار نمونهسی): 6(شکل 

Fig. (6): The output signal of the sample and hold circuit for the differential mode of output 
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  براي سیگنال خروجی FFTنتایج تحلیل ): 7(شکل 

Fig. (7): FFT analysis results for the output signal 

  

  nm 180دار در فناوري بردار و نگهاي از مشخصات مدار نمونه): خلاصه1(جدول 

Table (1): Summary of the proposed sample and hold circuit specifications in the 180 nm technology 

SFDR (dB) 
SNR  
(dB)  

ENOB (Bit)  SNDR (dB)  
THD 
(dB)  

FS 
 (GHz)  

Fin (MHz) 

       
22/87  52/131 19/14  23/87  28/87-  1   9/3 

       
68/78  107  77/12  67/78  67/78-  1   7/11  

              

68/75  91/102  27/12  66/75  7/75-  1   5/19  

              

12/75  3/86  1/12  8/74  1/75-  1   9/42  

              

62/74  95/83  02/12  14/74  6/74-  1   29/50  

              

  

دادن عملکرد صحیح مدار پیشنهادي و عدم تغییر در نظور نشانم به

درحین ساخت  6ي تفکیک مدار، ناشی از تغییرات عدم تطابقدرجه

 کانال براي تغییرات طول و عرض 7کارلو- تراشه، تحلیل مونت

سایر پارامترها  تغییرات از که حالی درصد (در 5 تا مدار ترانزیستورهاي

کارلو در -جام گرفت. نتایج تحلیل مونتاست)، ان پوشی شدهچشم

بار تکرار شده است  100سازي، ) نشان داده شده است. شبیه8شکل (

صورت تصادفی ابعاد ترانزیستورها تغییر  سازي، بهو در هر بار شبیه

دادن عملکرد صحیح مدار در  منظور نشان یافته است. همچنین به

درجه تا  40-دمایی  دماهاي مختلف کاري، مدار پیشنهادي در بازه

سازي شده است. منحنی تغییرات تعداد گراد شبیهدرجه سانتی 120

) آورده شده 9برحسب تغییرات دما در شکل ( (ENOB)هاي موثر بیت

گراد تا درجه سانتی 40-) با تغییر دما بین 9است. بر اساس شکل (

. کندحداکثر یک بیت تغییر می ENOBگراد، مقدار درجه سانتی 120

را  nm 180یند فناوري آهاي فرثیر تغییر در گوشهأ) نتیجه ت2جدول (

دهد. نشان می SFDRو  THD ،SNDR ،SNR ،ENOBبر مقادیر 

ها در حالی انجام شده است که یک سیگنال سینوسی سازياین شبیه

به ورودي مدار اعمال  MHz 29/50و فرکانس  V 2با دامنه قله تا قله 

یند ساخت در عملکرد مدار، قابل قبول آاشی از فرشده است. تغییرات ن

 nm 180ابعاد ترانزیستورهاي مدار براي فناوري  .و خیلی کم هستند

هاي کمکی مدار با نام ) آورده شده است. همچنین خازن3در جدول (

C’hold1  وC’hold2  برابر باpF 2 اند.انتخاب شده  

  

 
  THDرلو و تغییرات کا-تحلیل مونت): 8(شکل 

Fig. (8): Monte Carlo analysis and THD variations 
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  هاي موثر با تغییرات دماتغییرات مقدار تعداد بیت): 9(شکل 

Fig. (9): Variation in the number of effective bits with temperature changes 

  

  nm 180هاي فرایند فناوري تغییر در گوشهسازي تاثیر ): نتیجه شبیه2جدول (

Table (2): Result of the proposed sample and hold circuit process variation in the technology of 180 nm 
  

SFDR (dB) 
SNR  
(dB)  

ENOB (Bit)  SNDR (dB)  
THD 
(dB)  

FS 
 (GHz)  

Process 
Corner 

       
22/74  27/83 86/11  68/73  82/73-  1   SS 

       
36/74  42/83  93/11  82/73  9/73-  1   SF  

              

7/74  05/84  13/12  24/74  67/74-  1   FS  

              

81/74  17/84  26/12  32/74  02/75-  1   FF  

              

              
  

  nm 180: ابعاد ترانزیستورهاي مدار پیشنهاد شده در فناوري  )3جدول (

Table (3): Aspect ratio of transistor of the proposed circuit in 180 nm 
L (µm)  W (µm) Transistor 

18/0  18 0m 

18/0  9 14=m11=m10=m9=m8=m6= m5=m2=m1m  

18/0  5 10=m9=m4=m3m  

18/0  5/0 21= m20=m19=m18=m15=m14=m13=m12m  

18/0 8/0 23= m22=m17=m16m 

  

  مقایسه مدار پیشنهاد شده با کارهاي قبلی -4

بردار پیشنهادي با سایر اي بین نتایج مدار نمونهاین بخش، مقایسه در

است، آورده شده است. مقایسه بین  منتشر شده کارهاي قبلی که اخیراً

دست آمده در این تحقیق و کارهاي قبلی، ویژگی مدار ه نتایج ب

) 4نماید. براساس جدول (صورت کامل مشخص می شده را به پیشنهاد

ادي نسبت به کارهاي قبلی داراي فناوري، تغذیه و توان مدار پیشنه

شدن ابعاد ترانزیستورها، ظرفیت  است. همچنین با کوچکتر کمتري

) مدار پیشنهادي 4هم کوچکتر شده است. طبق جدول ( HCخازن 

تواند با سرعتی حداقل دو برابر کارهاي قبلی عمل نماید. این می

گیري نداشته است. طبق مکاهش چش ENOBدرحالی است که مقدار 

کار  GHz 1برداي تواند تا فرکانس نمونه) مدار پیشنهادي می4جدول (

و  ]15[و  ]11[کارهاي قبلی در مراجع  نماید که دو برابر فرکانس

باشد. این می ]13[برداري مرجع همچنین چهار برابر فرکانس نمونه

و  nm 180وري درحالی است که توان مصرفی مدار پیشنهاد شده با فنا

45 nm  8به ترتیب برابر با mW  300و µW باشد. می  

  

  گیرينتیجه -5

کمک دار پیشنهادي بهبردار و نگهها، مدار نمونهسازيطبق نتایج شبیه

هاي تقلبی، هاي انتقال، کلیدهاي مداري مانند استفاده از گیتتکنیک

 Doubleروش  برداري تفاضلی و، نمونهBottom Plateبرداري نمونه

Sampling هاي جدي تا حد قابل قبولی توانسته است بر چالش

برداري طراحی حلقه باز غلبه کرده و امکان دستیابی به سرعت نمونه
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را  بیت 12 پذیري بالا در حدبالا تا محدوده گیگاهرتز در کنار تفکیک

هایی همچون فراهم آورد. در این مقاله نشان داده شد که تکنیک

برداري تفاضلی، خازن میلر، استفاده از خازن کمکی، استفاده از نمونه

تواند در عین افزایش سرعت، دقت را نیز می Bottom Plateتکنیک 

هاي داده تا مقدار مطلوبی حفظ نماید. این درحالی است که در مبدل

بردار و برداري در مدارهاي نمونهها، سرعت نمونهیکی از محدودیت

شد. بدین ترتیب در این مقاله یک ساختار جدید براي بادار مینگه

تواند چالش دار پیشنهاد شده است که میبردار و نگهمدارهاي نمونه

بین سرعت و دقت را تا حد زیادي برطرف نماید به طوري که فرکانس 

  افزایش یافته است. GHz  یک تا

  نوشت:پی

1. Sample and Hold (S&H) 
2. Transmission Gate (TG) 
3. (Closed-loop) 
4. Open-loop  
5. Dummy 
6. Mismatch 
7. Monte-Carlo  

  

  ): مقایسه نتایج مدار جدید با کارهاي قبلی4جدول (

Table (4): Comparison of the new circuit results with previous works 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reference 
[1] D. Aksin, Devrim, M.A. Al-Shyoukh, F. Maloberti, "A bootstrapped switch for precise sampling of inputs with 

signal range beyond supply voltage", Proceedings of the IEEE/CICC, San Jose, CA, USA, Sep. 2005. 
 [2] T.S. Lee, C.C. Lu, "Design technique for low-voltage high-speed pseudo-differential CMOS track-and-hold circuit 

with low hold pedestal", Electronics Letters, Vol. 40, No.9, April 2004.  
[3] T.S. Lee, C.C. Lu, "A 1.5-v 50-MHz pseudodifferential CMOS sample-and-hold circuit with low hold pedestal", 

IEEE Trans. on Circuits and System, Vol. 52, No. 9, 2005.  
[4] M. sadollahy, K. Hadidi, "High-speed highly-linear CMOS S/H circuit", Proceeding of the IEEE/ICCCE, pp. 550–

553, Kuala Lumpur, Malaysia, May 2008.  
[5] A. Boni, A. Pierazzi, and C. Morandi. "A 10-b 185-MS/s track-and-hold in 0.35-/spl mu/m CMOS", IEEE Journal 

of Solid-State Circuits, Vol. 36, No. 2, 2001. 
[6] Y. Sugimoto, D.G. Haigh, "A current-mode circuit with a linearized input V/I conversion scheme and the realization 

of a 2/2.5V operational, 100MS/s, MOS SHA", IEEE Trans. on Circuits and Systems, Vol. 55, No. 8, pp. 2178–
2187, Sep. 2008. 

[7] M. Mousazadeh, K.H. Hadidi, A. Khoei, "A novel open-loop high-speed CMOS sample-and-hold", AEU 
International Journal of Electronics and Communications, Vol. 62, No. 8, pp. 588–596, Sep. 2008. 

[8] L. Schillaci, A. Baschirotto, R. Castello, "A 3-V 5.4-mW BiCMOS track & hold circuit with sampling frequency up 
to 150 MHz", IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 32, pp. 926–932, 1997. 

[9] G.K. Balachandran, P.E. Allen, "Fully differential switched-current memory cell with low charge-injection errors", 
IEE Proceedings Circuits Devices and Systems, Vol. 148, No. 3, pp.157–163, Jun. 2001. 

 مدار پیشنهادي 

45 nm 
  پارامتر µm [11] [13]  [15] 0.18مدار پیشنهادي 

  سال 2010 2016 2013 2017 2017

45 nm 18/0  µm 18/0  µm 35/0  µm 35/0  µm فناوري  

8/1  V 8/1  V 3/3  V 3/0  V 3/3  V ولتاژ تغذیه  

300 µW 8 mW 8/5  mW -  -  توان مصرفی  

4/43  

MHz 
29/50  MHz 

40 

MHz  
20 MHz 220 MHz فرکانس ورودي  

1 

 GHz 

1 

GHz  
500 MHz 250 MHz 500 MHz برداريمونهفرکانس ن  

1/0  PF 8/1  PF - 1 pF 5 pF بردارخازن نمونه  

12/12 

 bit 
02/12  bit 

1/13 

 bit  

14 

 bit  
>10 bit ENOB 

84/75- 

 dB 
62/74-  dB 81/77-  dB -  78-  dB THD 

95/82  

 dB 
95/83  dB -  -  -  SNR 

14/74 

 dB 

1/74 

dB  

77.5  
dB  

-  76 dB SNDR 

65/75 

 dB 
62/74  dB -  86 dB -  SFDR 



  10-3، ص. برداري دوگانهبا استفاده از تکنیک نمونه GS/s یک برداريو نرخ نمونه بیت 12 دار جدید با دقتبردار و نگهسازي یک مدار نمونهطراحی و شبیه

 

10 

[10] C. Sawigun, W.A. Serdijn, "Analysis and design of a low-voltage, low-power, high-precision, class-AB current-
mode subthreshold CMOS sample and hold circuit", IEEE Trans. on Circuits and Systems, Vol. 58, No. 7, pp. 
1615–1626, July 2011. 

[11] A. Abolhasani, M. Tohidi, K. Hadidi. A. Khoei, "A new high-speed, high-resolution open-loop CMOS sample and 
hold", Analog Integrated Circuits and Systems, Springer, Vol. 78, No. 2, pp. 409–419, Feb. 2014. 

[12] M. Mousazadeh, K.H. Hadidi, A. Khoei, "A novel open-loop high-speed CMOS sample-and-hold", AEU-
International Journal of Electronics and Communications 62.8, 2008. 

[13] T.M. Khanshan, M. Nematzadeh, K. Hadidi. A. Khoei, Z.D. Kozehkanani, J. Sobhi, "Very linear open-loop CMOS 
sample-and-hold structure for high precision and high speed ADCs", Analog Integrated Circuits and Systems, 
Springer, Vol. 88, No. 1, pp. 23–30, July 2016.  

[14] T.S. Lee, C.C. Lu, C.C. Ho "A 330MHz 11 bit 26.4 mW CMOS low-hold-pedestal fully differential sample-and-
hold circuit", VLSI Design, Automation and Test, IEEE International Symposium on. IEEE, 2008. 

 [15] M. Mousazadeh, K. Hadidi, A. Khoei, "A highly linear open-loop high-speed CMOS sample-and-hold", 
Proceeding of the IEEE/ APCCAS, pp. 228 – 231, 2010. 

 


